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Siemens Transistor AF240 Datasheet

AF 240

PMNP-Germanium-HF-Transistor

AF 240 ist ein PNP-Germanium-Transistor in Mesatachnik im Gehduse 18 A 4
DIN 41876 (TO-72). Die Anschlisse sind vom Gehduse alektrisch isoliert. Der Tran-
sistor AF 240 ist zur Verwendung in Misch- und Oszillatorstufen in diodenabge-
stimmten Tunern bis 800 MHz gesignet.

!
Typ | Bestellnummer .
AF240 | QB0106-X240 ,

|

=135 o= sl

Geawicht etwa 0.4 g MaBe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung —Legs | 18 W
Kollektor-Emitter-Spannung —Uegs 20 v
Emitter-Basis-Spannung ~Uenp 0.3 v
Kollektorstrom I 10 i
Emittarstrom Ie 11 m#é
Basisstrom ~Iy 1 mA
Sperrschichttemperatur T | 80 °C
Lagertemparatur Te =30 bis+76 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 66°C) Pt 60 mih
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Renau = 750 grd /W
Kallektorsperrschicht — Transistorgehause Aenaa = 400 grd /W
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Statische Kenndaten (T, = 26°C)

Fir folgende Arbeitspunkte gilt:

~Uce | =Ic ‘ =TIy B L ~Ulae

y | ma A Ieils mv

10 | 2 | 80 2(=10) | 370
Kollektor-Emitter-Reststrom (—L/ege = 20 V) —Ieps 05 (< B) 1.y
Kollektor-Emitter- Reststrom (—U/zgg = 15 V) —Icgn < 500 T
Emitter- Basis- Reststrom (—Ligpo = 0.3 V) —Iepo < 100 LA
Dymamische Kenndaten (7, = 25°C)

Transitfrequenz

(=Ic = 2 mA; -Uee =10V: f =100 MHz) fr 500 MHz
Kurzschluls- Rickwirkungskapazitat

(=l =1 mA; =l =10V;F =1 MHz) —yze 0.26 pF
Leistungsverstarkung

(—Ic =2 mA; =lieg = 10V; f = BOO MHz;

R =2k0Q) Veou 13 dB
Leistungsverstarkung

(—Iz =2 mA; —Upge =10V, f = 800 MHz;

AL = 500 ) Ven 1" dB
Rauschmal

(=l =2 mA; =l = 10V; f = 800 MHz;

Az = 60 Q) F 6.5 dB
(=1 =2 mA; =Ueeg = 10V, F = 200 MHz;

Re = 600). F 3 dB

Vierpolparameter: (Anschlullange L = 1 mm)

Arbeitspunkt: —I.= 3 mA; —Ll;g = 10V
f = B00 MHz:

Grip = 4BmS lygpl =22m5 lyiop |l =031 mS gasp = 0B mS

byp = -2 mS Fap = 257 Pize =

f =400 MHz:

Fue = 30 mS | ¥aip | =561 mS | gl =
bygp = —46 M3 P = 85" Pian =

0,26 mS Tasn
80 bz

108"  bgay =52 mS

0.2 mS
2.5 mS
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AF 240
Temperaturabhingigkeit der Ausgangskennlinien
zulBssigen Gesamiverlustleistiung Ie = F{Ucg): Ty = Parameter
Peoe = F{T); R, = Paramater
i) ma
& L O 11 TTT]
. NEET /o |
ot - L] 1
G - ';m..r. —t-d
T g fi V.dul | |
80 my/FARNEEN
-1 H ;
) ) J"" - .-Hllll
| \. 6 Fa "'"'—.qu (-
[ \ |\ o 15 [
- STAVA! s LA T
k
3
@ — 100
\ "'. 2 80l
e A\ )
AR e
0. | 0 ) I T
0 B0 m0°C 0 5 0 By
—=T el
Temperaturabhingigkeit des Reststromes Transitfrequenz f; =  (i¢)
Tepo = F(Ty): =Uegg = 20V ~Ueg = Parameter; 7 = 100 MHz
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